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The invention relates to a nethod for the catastrophic
transfer of a thin layer. The inventive nethod
conprises the follow ng steps consisting in:
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(57) Abstract: The invention relates to a method for
the catastrophic transfer of a thin layer. The inven-
tive method comprises the following steps consist-
7/_\-— ing in: implanting a first ion or gas species at a given
depth and a second ion or gas species in a source sub-
strate, whereby the first species can generate defects

5 \ AN and the second species can occupy said defects; ap-
—_\ \\ \\ \ plying a stiffener such that it is in close contact with

10 the source substrate; applying a heat treatment to the
6 \/’t \ \\ N\ source substrate at a given temperature for a given

\ T == period of time, such as to create a weakened buried

T \ AN \ \ zone essentially at the given depth without causing

\ the thermal detachment of a thin layer; and applying

a localised energy supply, for example, mechanical
stresses, to the source substrate such as to cause the catastrophic detachment of a thin layer having a face, opposite said face, with a
roughness lower than a given threshold.

(57) Abrégé : Linvention concerne un procédé de transfert catastrophique d'une couche fine selon lequel on implante dans un sub-
strat-source une premiére espece d'ions ou de gaz a une profondeur donnée et une seconde espece d'ions ou de gaz, cette premiére
espece étant apte a générer des défauts et la seconde espece étant apte a occuper ces défauts, on applique un raidisseur en contact
intime avec le substrat-source, on applique un traitement thermique a ce substrat-source, a une température donnée pendant un temps
donné, en sorte de créer, sensiblement a la profondeur donnée, une zone enterrée fragilisée, sans initier le détachement thermique
d'une couche fine, on applique un apport localisé d'énergie, par exemple des contraintes mécaniques, a ce substrat-source en sorte de
provoquer le détachement catastrophique d'une couche fine ayant a 1'opposé de la dite face, une face dont la rugosité est inférieure a
un seuil donné.
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